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摘要(译)

一种CMOS-TFT阵列基板及其制造方法，用低掩模技术减少掩模的使用
次数，该基板包括具有多个像素区的有源区和用于驱动有源区的驱动电
路区，各像素区具有透射部分和反射部分；在像素区内形成的具有第一
源极/漏极区的第一半导体层；在驱动电路区内形成的具有第二源极/漏极
区的第二半导体层；在包括第一和第二半导体层的基板的整个表面上的
栅极绝缘层；位于第一和第二半导体层上方的栅极绝缘层上的第一和第
二栅极；像素区内的存储电极；在基板的整个表面上的绝缘中间层；在
绝缘中间层的像素区上形成的并且与该存储电极重叠的透射电极；在包
括透射电极的基板的整个表面上的钝化层；在反射部分的钝化层上的反
射电极；及第一和第二源极/漏极。
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